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แรงจูงใจแรงจูงใจ
มีแนวคิดในการนําซิลิกอนคารไบดเขามาแทนที่ซิลิกอน

 แตยังคงมีความยุงยากในการปลูกผลึกซิลิกอนคารไบดใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานเชิงอุตสาหกรรม

ชั้นซิลิกอนคารไบดสามารถสรางในซิลิกอนได โดยวิธี Ion beam 
synthesis (IBS)

แตกลไกการฟอรมซิลิกอนคารไบดในซิลิกอนโดยวิธีนี้ยังไมกระจาง



วัตถุประสงควัตถุประสงค
 เพื่อสังเคราะหชั้นซิลิกอนคารไบดในซิลิกอน

เพื่อใหรูกลไกการฟอรม phase ในระหวางการฝงไอออนคารบอน ดวย
โดสสูง (>1017 ions/cm2)

เพื่อใหรูถึงผลของ thermal annealing ที่มีตอการ re-crystallization ของ
ซิลิกอนคารไบด

เพื่อหาตัวแปรที่จะทําใหสามารถสังเคราะหซิลิกอนคารไบด ที่มีผลึกที่
สมบูรณที่สุด



วิธีการทดลองวิธีการทดลอง
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รายละเอียดวิธีการทดลองรายละเอียดวิธีการทดลอง
การฝงไอออน :

ไอออนพลังงาน 80 keV

ลําบีม C+ คัดเลือกจากการ discharge ของ CO2

โดสประมาณ 2.7x1017 ions/cm2

ฝงไอออนที่อุณหภูมิหอง

 โดยใชเครื่อง Varian ion implanter ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ERDAERDA

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV

~ 5000 Å



Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV



Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV



Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV
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Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV
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Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV

20.0Annealed 
1000 oC

17.0Annealed 
900 oC

9.1Annealed 
800 oC

8.4As-implanted

Height
(a.u.)

Samples

Peak characteristics



Infrared spectroscopyInfrared spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV
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Raman SpectroscopyRaman Spectroscopy

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV



RRBSBS//C AnalysisC Analysis

ใชไอออน He++ พลังงาน 2.1 MeV เปนอนุภาคกระสุนทดสอบ



RRBSBS//C AnalysisC Analysis

ChannelingChanneling
profileprofile

ใชไอออน He++ พลังงาน 2.1 MeV เปนอนุภาคกระสุนทดสอบ



RRBSBS//C AnalysisC Analysis

Angular Yield (Channeling dip)



RRBSBS//C AnalysisC Analysis

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV

~5000 Å

630 Å



RRBSBS//C AnalysisC Analysis

RT, C+ implantation, dose = 2.7x1017 ions/cm2, Energy = 80 keV



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
10 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
20 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
50 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
100 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
200 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
500 particles



การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น
Self-interstitials, vacancies

SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

Ions
1000 particles



SIIMPL SIIMPL –– simulation programsimulation program

การกระจายตัวของอะตอมคารบอนในซิลิกอน และลักษณะของ damage ที่เกิดขึ้น



ModelModel

แบบจําลองแสดงการ re-crystallization ของซิลิกอนคารไบดในซิลิกอน



สรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลอง
 ประสพความสําเร็จในการสังเคราะหชั้นซิลิกอนคารไบดในซิลิกอน

รูกลไกการฟอรม phase ในระหวางการฝงคารบอนไอออนดวยโดสสูง 
(>1017 ions/cm2)

รูถึงผลของ thermal annealing ที่มีตอการ re-crystallization ของซิลิ
กอนคารไบด

ไดตัวแปรที่จะทําใหสามารถสังเคราะหซิลิกอนคารไบดที่มีผลึกที่
สมบูรณยิ่งขึ้น
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